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The invention relates to novel doting pastes on the basis of boron, phosphorous or boron-aluminum for producing p, p+ and n, n+
zones in monocrystalline and polycrystalline St wafers. The invention further relates to the use of comespondingig pastes as masking pastes
in the production of semiconductors, in power electronics or in photovoltaic applications.

) Die ?.rﬁnfiung betrifft neue Bor-, Phosphor- oder Bor-Aluminium-Dotierpasten zur Erzeugung von P, » p+ und n,— n+ Bereichen
in mor.loknsmllmen und polykristallinen Si-Wafemn, sowie von entsprechenden Pasten zur Verwendung als | Maskierungspasten in der
Halbleiterherstellung, Leistungselektronik oder in photovoltaischen Anwendungen.




